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【はじめに】Geは Siと比較して十分に高い電子・正孔の移動度を持ち、新しい半導体材料として期待され

ている[1]。一方で微細化の観点で、界面の急峻性や低抵抗からMetal Schottky Source/Drain(MSSD)の適用が

必要である。しかし、Ni薄膜/Ge基板でMSSDを適用すると NixGeyが形成され界面に悪影響を及ぼしてし

まう[2]。そこで、界面への影響が少ない NiGe のみを形成することが重要である。本研究では、n-Ge 基板

上に NiGe 電極を形成したときの NiGe/Ge 界面の制御性の評価を目的に、熱処理温度を変えたときのシー

ト抵抗を測定し温度依存性を評価した。 

【実験方法】HF処理をした n-Ge(100)基板(Nd=4×1016 cm-3)上に，Ar雰囲気中でスパッタ法を用いて金属を

堆積した。具体的には(1)Niと Ge の原子比が 1:1 になるように Ni(0.50nm)/Ge(1.04nm)の順で堆積したもの

を１セットとし、それを合計 8回堆積したものと同じく合計 16回堆積したもの、(2)Niを 3.0nm、5.5nmを

それぞれ堆積させた試料を作製した。その後、(1)(2)の試料をそれぞれ N2 雰囲気で RTA(Rapid Thermal 

Anneal)を一分間行い、四探針法を用いてシート抵抗を測定した。 

【実験結果】Fig.1より、それぞれの積層構造とそれぞれの Ni堆積を比較すると、積層構造は NiGeが形成

されたと考えられるため、安定した低いシート抵抗値が得られ、Ni堆積は NixGeyが形成されたと考えられ

積層構造よりも低い温度で高いシート抵抗値が得られた。また Ni/Ge積層構造も Ni堆積も、膜厚が厚い方

が低く安定したシート抵抗値が得られ、プロセスウィンドウも広かった。 
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Fig.1 Dependence between Sheet Resistance and Annealing Temperature
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